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Rozwdj wysokotemperaturowych (ang. HOT - high-operating-temperature) detektorow podczerwieni
skoncentrowany jest w duzej mierze na poprawie ich wykrywalnosci, odzwierciedlajgcej stosunek sygnatu do
szumu. Moze by¢ ona zwiekszana poprzez maksymalizacje wydajnosci absorpcji promieniowania w
detektorze oraz przez ograniczanie szumow zwigzanych z generacja termiczng nos$nikéw tfadunku, co
dodatkowo przektada sie na wzrost rezystancji przyrzadu, bardzo korzystny w kontekscie integracji detektora
z elektronika. Inng wazng wtasnoscia tych urzadzen jest szybkos$¢ odpowiedzi, zwtaszcza przy zastosowaniu w
zaawan-sowanych systemach laserowych. Wszystkie te parametry moga ulec znaczacej poprawie dzieki
implementacji plazmonicznych struktur w detektorach fotowoltaicznych. Wytworzenie w metalizacji spodniej
dwuwymiarowej matrycy otworéw podfalowych (ang. 2DSHA - two-dimensional subwavelength hole array)
wprowadzitoby mozliwo$¢ optycznego wzbudzenia plazmonéw powierzchniowych i zwigzanej z nim
lokalizacji fali elektromagnetycznej w niewielkim obszarze potprzewodnika, gdzie moze by¢ ona
zaabsorbowana generujac fotoprad. Taka koncentracja promieniowania umozliwia znaczna redukcje grubosci
absorbera bez utraty, lub nawet ze wzrostem, wydajnosci absorpcji. Cienszy absorber przektada sie na nizsze
szumy (ktére pierwiastkowo zalezg od jego objetosci), a z drugiej strony poprawia zbieranie no$nikéw, co ma
pozytywny wptyw zarowno na czuto$¢ jak i szybko$é odpowiedzi detektora. Wspomniane zalety sg szczegélnie
istotne w przypadku detektorow dtugofalowych (ang. LWIR - long-wavelength infrared), tj. optymalizowanych
na zakres dtugosci fali 8-15 um, ktére obarczone sg zbyt matym wspétczynnikiem absorpcji w odniesieniu do
dtugoéci drogi dyfuzji. Dotyczy to takze tellurku kadmowo rteciowego (HgCdTe) - najpowszechniej
stosowanego materiatu na fotonowe detektory podczerwieni. Bez wertykalnej koncentracji promieniowania,
niski wspotczynnik absorpcji w potaczeniu z krétka drogg dyfuzji uniemozliwiajg dobranie grubosci absorbera
zapewniajacej zarébwno wydajne pochtfanianie promieniowania jak i efektywne zbieranie nosnikéw. Z tego
powodu opracowanie detektoréw podczerwieni z wzmocnieniem plazmonicznym bytoby bardzo korzystne.

Na jego drodze stoi jednak wiele wyzwan. Po pierwsze, natura oddziatywan foton-plazmon i plazmon-
elektron wymaga dogtebnego poznania, w czym pomoga numeryczne symulacje optycznego wzbudzania
plazmonéw, w tym charakterystyk spektralnych i katowych, oraz generacji nosnikéw tadunku w absorberze
poprzez oddziatywanie z plazmonami. Po drugie, jako ze zlokalizowane pole elektromagnetyczne zanika
wyktadniczo z odlegloécia od metalicznej matrycy, absorber musi by¢ umieszczony jak najblizej niej. To
narzuca wymog bardzo cienkiej warstwy kontaktowej, co jest nieosiggalne przy uzyciu tellurku
kadmoworteciowego wytwarzanego w firmie VIGO poprzez epitaksje MOCVD. W zwigzku z tym, uzyte
zostang materiaty z grupy IlI-V osadzane metodg MBE, co wymaga jednak prac badawczorozwojowych w celu
osiaggniecia odpowiednich parametréw elektrycznych i optycznych. Po trzecie, wytwarzanie podfalowych
matryc metalicznych, cho¢ powinno byé wykonalne w ramach dostepnych technik fotolitograficznych,
rowniez moze dostarczaé trudnosci technologicznych. Rozwigzywanie dwdch ostatnich probleméw bedzie
wspierane przez zespoty epitaksji i procesingu firmy VIGO, podczas gdy doktorant w swojej pracy skupi sie na
pierwszym z nich a takze na projektowaniu i charakteryzacji detektorow z plazmonicznym wzmocnieniem



absorpcji oraz koordynacji catosci prac zwigzanych z opracowywaniem i wdrazaniem tych przyrzadéw do
produkcji.



